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1. Laske kuvassa 1 olevien operaatiovahvistinkytkentdjen a) (2p), b) (2p) ja c) (2p)

lahtojannitteiden V, arvot.
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2. Mitkd kuvan 2 piireistd (a-c) ja tulon vy, ja 18hdon v, signaaleista(1-3) liittyvit
yhteen ts. merkitse, mitd piirid kukin aikatason kdyrd kuvaa? (Kaikki transistorit
ovat aktiivisella toiminta-alueella.) (6p)
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3. Piirrd kaksituloisen CMOS-NOR -portin piirikaavio transistoritasolla. Esitd siind
selvésti kunkin transistorin tyyppi, sekéd tulojen ja ldhtdjen sijainti. Esitd my0s
transistoreille jérjelliset (W/L)-mitoitukset, kun kéytettdvdssd teknologiassa

L=0.35 umja lvlnCOX = 3HpCOX~ (6p)

4. Kirjoita essee aiheesta: Ideaalisen diodin malli ja sen kdyttd diodeja siséltivéin
piirin (diodeja enemmain kuin yksi) analyysissé.(6p)
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